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40V / 100mA / 300mW
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OEM: Texas Instruments Transistor BC181 Datasheet

PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren im Silect*-Gehéuse BC181

Mechanische Daten

Malle in mm “Silect pin circle™
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1 — Emitter, 2 — Basis, 3 — Kollektor

Diese Transistoren sind in ein Plastik-Geh&@use eingekapselt. Das Gehause widersteht Léttemperaturen,
ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem Feuchtigkeitseinflul zeigt das Bauelement stabile Kennwerte,
und es erfiilit die Anforderungen von MIL-5TD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist lichtunempfindlich.

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung —40 V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 25V
Emitter-Basis-Spannung -5V
Kollektor-Dauerstrom —100 mA
Gesamtdauerverlustieistung bel (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 2) 300 mW
Lagerungstemperatur —55°C bis +150°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fiur 10 s 260 °C
Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.

2. Fillt linear bis zur Umgebungstemperatur von 150 °C ab; Ableitungskonstante 2,4 mW/*C.

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Datasheet

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeban)

Parameter Priftbedingungen BC1# Einh,
min  max
Umriycpo Kollektor-Basis-Durchbruchspannung lg= —100puA, lg=10 —40 W
Uipriceo  KollektorfEmitter-Durchbruchspannung lg = =10 mA, |g = 0(Bem. 3) 35 v
UpryEro Emitter-Basis-Durchbruchspannung lg=—100pA, lg=0 -3 v
lcmo Kollektor-Basis-Reststrom Ugg=—20V, lg=0 —100 nA
|ERD Emitter-Basis-Reststrom Ugg=—3V, lg=20 —i00 nA
hrg Gleichstromverstarkung Upgg = =5V, lg=<25mA 60
U =—6V, lg=—50mA 60

(Bam. 3)
Upe Basis-Emitter-Spannung Upg=—5V, Ilg=—50mA -06 =10 V

(Bem, 3)
UecgEay  Hollektor-Emitter-Restspannung g = —5mA, lg= —50mA —025 V

(Bem. 3)

Bemerkung:

3. Diese Parameter miissen mit Impulsen gemessen werden. tp = 300 ps, Tastverhéltnis < 294
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